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ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

(57) Формула изобретения
1. Устройство фотоэлектрического преобразования, включающее в себя множество

блоковфотоэлектрическогопреобразования, причемкаждыйвключает в себямножество
элементов фотоэлектрического преобразования, и суммирующее сигналы множества
элементов фотоэлектрического преобразования, включенных в блоки
фотоэлектрического преобразования,

в котором каждый из множества элементов фотоэлектрического преобразования
включает в себя первую полупроводниковую область первого типа удельной
проводимости для сбора сигнального заряда,

в котором вторая полупроводниковая область второго типа удельной проводимости
размещена между первыми полупроводниковыми областями элементов
фотоэлектрического преобразования, размещенных рядом друг с другом и включенных
в блок фотоэлектрического преобразования,

в котором третья полупроводниковая область второго типа удельной проводимости
размещена между первыми полупроводниковыми областями элементов
фотоэлектрического преобразования, размещенных рядом друг с другом среди
множества элементов фотоэлектрического преобразования, включенных в разные
блоки фотоэлектрического преобразования, размещенные рядом друг с другом, и

в котором концентрация примеси второго типа удельной проводимости, по меньшей
мере, участка второй полупроводниковой области ниже концентрации примеси второго
типа удельной проводимости третьей полупроводниковой области.

2. Устройство фотоэлектрического преобразования по п.1, в котором каждый из
блоков фотоэлектрического преобразования включает в себя множество элементов
фотоэлектрического преобразования, на которые падает свет, сконцентрированный
посредством одной микролинзы.
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3. Устройство фотоэлектрического преобразования по п.1, в котором концентрация
примеси третьей полупроводниковой области в три раза или более превышает
концентрацию примеси участка второй полупроводниковой области.

4. Устройство фотоэлектрического преобразования по п.3, в котором концентрация
примеси третьей полупроводниковой области в десять раз или более превышает
концентрацию примеси участка второй полупроводниковой области.

5. Устройство фотоэлектрического преобразования по п.1, в котором вторая
полупроводниковая область включает в себя первый участок и второй участок, и
концентрация примеси первого участка ниже концентрации примеси второго участка,
или ширина первого участка меньше ширины второго участка относительно вида
сверху.

6. Устройствофотоэлектрического преобразования по п.5, в которомпервый участок
размещен на глубине, отличающейся от глубины второго участка.

7. Устройствофотоэлектрического преобразования по п.5, в которомпервый участок
размещен в позиции, планарно отличающейся от второго участка относительно вида
сверху второй полупроводниковой области.

8. Устройство фотоэлектрического преобразования по п.5, в котором глубина пика
концентрации примеси первого участка отличается от глубины пика концентрации
примеси первой полупроводниковой области.

9. Устройство фотоэлектрического преобразования по п.5, в котором каждый из
блоков фотоэлектрического преобразования включает в себя множество элементов
фотоэлектрического преобразования, на которые падает свет, сконцентрированный
посредством одной микролинзы, и

в котором первый участок размещен со смещением в, по меньшей мере, одном
направлении относительно позиции проекции центральной позиции микролинзы на
светоприемной поверхности.

10. Устройство фотоэлектрического преобразования по п.9, в котором величина
смещения составляет 0,1 мкм или более.

11. Устройствофотоэлектрического преобразования по любому из пп.1-10, в котором
каждый из множества элементов фотоэлектрического преобразования размещен в
другой позиции относительно вида сверху элементов фотоэлектрического
преобразования.

12. Устройство фотоэлектрического преобразования, включающее в себя множество
блоковфотоэлектрического преобразования, включающих в себямножество элементов
фотоэлектрического преобразования, и суммирующее сигналы множества элементов
фотоэлектрического преобразования, включенных в блоки фотоэлектрического
преобразования,

в котором каждый из множества элементов фотоэлектрического преобразования
включает в себя первую полупроводниковую область первого типа удельной
проводимости для сбора сигнального заряда,

в котором высота потенциального барьера относительно сигнального заряда, по
меньшей мере, участка области между первыми полупроводниковыми областями
элементов фотоэлектрического преобразования, размещенных рядом друг с другом и
включенных в один тот же блок фотоэлектрического преобразования, ниже высоты
потенциального барьера, расположенного между первыми полупроводниковыми
областями элементов фотоэлектрического преобразования, размещенных рядом друг
с другом средимножества элементовфотоэлектрического преобразования, включенных
вразныеблокифотоэлектрическогопреобразования, размещенныерядомдруг с другом.

13. Устройство фотоэлектрического преобразования по п.12, в котором вторая
полупроводниковая область второго типа удельной проводимости размещена в, по
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меньшей мере, участке между первыми полупроводниковыми областями элементов
фотоэлектрического преобразования, размещенных рядом друг с другом и включенных
в блок фотоэлектрического преобразования, и

в котором изолятор размещен в области между первыми полупроводниковыми
областями элементов фотоэлектрического преобразования, размещенных рядом друг
с другом средимножества элементовфотоэлектрического преобразования, включенных
вразныеблокифотоэлектрическогопреобразования, размещенныерядомдруг с другом.

14. Устройство фотоэлектрического преобразования по п.13, в котором третья
полупроводниковая область второго типа удельной проводимости размещена в нижней
части изолятора.

15. Устройство фотоэлектрического преобразования по п.12,
в котором вторая полупроводниковая область второго типа удельной проводимости

размещена в, поменьшеймере, участкемеждупервымиполупроводниковымиобластями
элементов фотоэлектрического преобразования, размещенных рядом друг с другом и
включенных в блок фотоэлектрического преобразования, и

в котором третья полупроводниковая область второго типа удельной проводимости
размещена в области между первыми полупроводниковыми областями элементов
фотоэлектрического преобразования, размещенных рядом друг с другом среди
множества элементов фотоэлектрического преобразования, включенных в разные
блоки фотоэлектрического преобразования, размещенные рядом друг с другом.

16. Система формирования изображений, содержащая:
устройство фотоэлектрического преобразования по п.1,
при этом система формирования изображений выполнена с возможностью

захватывать изображение на основе сигнала, получаемого посредством суммирования
сигналов множества элементов фотоэлектрического преобразования, включенных в
блок фотоэлектрического преобразования, и

выполнять определение фокусировки, когда изображение захватывается с
использованием, по меньшей мере, одного сигнала из сигналов множества элементов
фотоэлектрического преобразования, включенных в блок фотоэлектрического
преобразования.

17. Система формирования изображений по п.16, в которой, если величина заряда
одного или более элементов фотоэлектрического преобразования в блоке
фотоэлектрического преобразования превышает величину заряда, которая может быть
накоплена, то определение фокусировки прекращается.

18. Система формирования изображений, содержащая:
устройство фотоэлектрического преобразования по п.12,
при этом система формирования изображений выполнена с возможностью

захватывать изображение на основе сигнала, получаемого посредством суммирования
сигналов множества элементов фотоэлектрического преобразования, включенных в
блок фотоэлектрического преобразования, и

выполнять определение фокусировки, когда изображение захватывается с
использованием, по меньшей мере, одного сигнала из сигналов множества элементов
фотоэлектрического преобразования, включенных в блок фотоэлектрического
преобразования.

19. Система формирования изображений по п.18, в которой, если величина заряда
одного или более элементов фотоэлектрического преобразования в блоке
фотоэлектрического преобразования превышает величину заряда, которая может быть
накоплена, то определение фокусировки прекращается.
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